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CdS薄膜は CdTeや CIGS太陽電池の窓層として利用されている 1, 2)．しかし，CdSは可視光領

域で吸収を引き起こすため，太陽光の一部が CdS窓層で吸収され変換効率の低下に繋がってしま

う．そこで，変換効率を増加させる一つの方法である，CdS のナノ構造化によるバンドギャップ

の拡大に着目した．一方，アルゴンと酸素の混合ガス雰囲気中において rfマグネトロンスパッタ

リングにより作製された CdS:O薄膜はナノ構造をもつことは報告されている 3)． 

本研究では，酸素分圧 4 %においてカソードスパッタリングによって堆積された CdS:O薄膜を

アニール処理した場合のナノ結晶の生成および量子サイズ効果について，透過型電子顕微鏡

（TEM），X線回折（XRD），室温において共焦点顕微システムを用いたラマン散乱およびフォト

ルミネセンス（PL）を用いて検討を行った． 

Fig. 1に 400 °Cで真空アニールした CdS:O薄膜の TEM像を示す．400 °Cでアニールした試料

からは，粒径が 5～20 nmの結晶と非晶質が観察された．CdS:O薄膜におけるラマンスペクトルで

は，300 cm
-1および 600 cm

-1においてバルク CdSに対応した 2つのピークを観測した．400 °Cで

アニールしたCdS:O薄膜の室温におけるPL測定では3.35 eV付近にPL発光を観察できる（Fig. 2）．

これは，量子サイズ効果による CdSのバンド間発光のピークシフトに起因すると考えている． 

本研究の一部は文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成 25～29 年度 

No.S1311004）の支援を受けて実施された． 
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Fig. 1 TEM image of CdS:O thin films 

annealed at temperature of 400 °C. 

Fig. 2 Comparison of PL spectra between 

CdS:O thin film and bulk CdS. 
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